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１．概要（Summary） 

１ｍｍ厚の石英基板上の ＰＥＣＶＤ SiO2 ６ｕｍにクロ

ムをマスクとして深さ６ｕｍの溝加工が Ｓｉ深堀り用ＩＣＰ 

ＥＴＣＨＥＲでも可能か評価実験を行う 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

ＭＵＣ２１ ＩＣＰ ＥＴＣＨＥＲ（住友精密） 

（ＭＵＣ２１はＳｉ深掘り用エッチャー） 

【実験方法】 

パラメーター（前洗浄、反応ＧＡＳ、ｐｏｗｅｒ、時間等）を

組み合わせてエッチングを行い断面ＳＥＭにて形状を確

認。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

当初 反応ＧａｓとしてＣ４Ｆ８ と Ｏ２を用いてエッチン

グを行ったが副生成物が多く発生したため ＳＦ６に変更

し改善したが不十分であった。そこでサンプルにアセトン

＋８０Ｃ ＳＣ－１（ＮＨ４ＯＨ／Ｈ２Ｏ２／Ｈ２Ｏ）洗浄を行っ

たところ副生成物の発生を抑えることが出来た。 
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考察 

 今回用いた装置（ＭＵＣ２１）はＳｉの深堀りを目的とし

た装置であるがＳＣ－１前洗浄およびＳＦ６を用いること

で期待した加工形状が得られることがわかった。今後

条件の最適化が必要である。 
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